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Tm ：GdVO4 　single 　crystals 　werc 　succcssfully 　grown　by　the 　floating　zonc 　method ．　All　the　grown 　crystals 　had　m 　cracks 　and 　no

inclusions　fbr　any 　dopant　concentration ，　Laser　oscillation 　was 　observed 　fbr　the　3　at％・dQped　crystal　at　l920　nm 　with 　thc

pumping 　wavelength 　of806 　nm ．　The　slope 　etliciency 　was 　38 ％ with 　the　threshold　of 　about 　400 　mW ．

【緒言 】近年、医療 用 やライダ
ーセ ン シ ン グ 用の 光源 とし て 、2pm 帯の ア イセ

ー
フ レ

ー
ザ が 注 目され てい る。ア

イセ
ー

フ レ ーザ の た め の ドーパ ン トとし て は Er3
＋
、　Ho3

“
、Tm3

←

などが 適 して い るが、な か で も Tm3
＋

を活 性 イオ ン と

すると半導体レ
ー

ザ（LD ）を励起源として 用 い ることがで き、高効率の レ ーザ発 振 が 期待 で きる。　Tm3
“

の 母 結晶

として は、YAG に 匹敵す る熱伝導率を有す るとともに 吸収係数などの 分光学的特性 が優れて い る GdVO4 が 適

して い る。我 々 は す で に浮遊帯溶融 （FZ）法 に よりNd ：GdVO4 単結晶を育成 し、LD 励起 による高効率 レ ー
ザ発

振 に成功 して い る
D 。FZ 法 で は、るつ ぼが 不 要 で あ るた め に高 い 酸 素分 圧 下 で 育成 を お こ なうこ とが で き、希

土類バ ナジン 酸塩 の 高品質単結晶を得ることが可 能 で ある。本研 究で は、FZ 法により Tm ：GdVO4 単結晶を育

成す るた め の 条件 を確立す るとともに、そ の レ ーザ発 振 特 性 に つ い て 検討 した。

【実験】出発原料 として Gd203、　V205 、Tm203 （い ず れ も 4N ）を用い 、　Gd に 対す る Tm 置換 量を 2−5at％ として

原料棒を作製した。双楕 円型 赤外線集 中加 熱炉 （NEC ：SC −N35HD −L）を用 い 、主軸移動速度 ：20mm ！h、回

転 数 ：原料 棒 5rpm ；結 晶 30rpm 、雰 囲 ：02（21iter！min ）、方 位 ：［llO】として 結晶育成を お こな っ た。得 られた 結

晶 に つ い て 、成長 方 向 に 垂 直 に 平板 を 切り出し、偏光顕微鏡 に より品質を評価 した。また 、吸収 お よ び 発光 ス

ペ クトル 、蛍光寿命等の 分 光学特性を測定し、最終的 に レ
ー

ザ発振実験をおこ なっ た。

【結果】 い ずれ の 組成 に お い て も上 述 の 条件 で 、クラッ ク、着色およびイン クル
ージ ョン の ない Tm ：GdVO4 単結

晶を育成するこ とが で きた （図 1）。また、偏光顕微鏡 に

よる観 察 に より、小傾角粒 界や歪 が なく、高 い 光 学的

均質性 を有す るこ とが明らかとなっ た。吸収 ス ペ クトル

の ピーク波長 は 798nm 付近 に あるが、比較的ブロ
ー

ド

で あるため 汎用 LD の 波長で あ る 808nm 近傍にお い て

も吸収係数 は 十分に大きい もの で あ っ た。LD 励起 に

よるレ
ー

ザ発 振特性を図 2 に 示 す。励起お よび 発 振 波

長 は 806nm お よび 1920nm で ある。出力ミラ
ー

の 反 射

率 に より若干 の 違い は あるが、R ＝99％ の 場合 、ス ロ
ー

プ効率は 40％ 近くに 達 した。こ の 値 は Cz 育成結 晶 を

用い た LD 励起 に よる既報 の ス ロ
ープ 効率 （−10％ ）より

もは るか に 大きく、FZ 育成 Tm ：GdVO4 単結晶の 品 質

が 非 常 に優 れ て い るこ とを示 して い る。

1）M ．Higuchi 　et 　al．，J．　Ctystal　G 厂owth 　264 （2004 ）284．
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　　　 図 lTm ：GdVO4 単結 晶 （as・gre“ m ，5at％）
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図 2Tm ：GdVO4 （3at％ ）結 晶 の レーザ発 振 特性
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